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【はじめに】窒化物半導体トンネル接合上のLEDはトンネル接合上にp層、活性層、n層の順に積層したLED

である。この構造では内蔵電界の方向が通常のLED構造の逆方向に働きN極性のLEDと同等のキャリアオー

バーフロー抑制効果[1]が期待できる。我々は以前の報告でトンネル接合上LEDを初めて作製し、デバイス動作

を確認した[2]。このデバイスは従来のLEDに比べて低い発光強度を示した。これはp層上に活性層を有するこ

とでMgが活性層内に拡散したためと考えられる。今回、さらに発光強度向上をさせるための検討を行った。 

【実験・結果】残留Mgの影響の低減を狙い、p層と活性層の間にアンドープGaNスペーサ（u-GaN）層

を設けて（図 1：Sample 1）、膜厚に対する活性層品質を検討した。その結果、u-GaN層を 100nmと厚く

することによりPL発光強度が通常のLEDの活性層と同程度まで改善することが分かった。しかし、この

構造ではEL強度は改善しなかった。この結果から、

厚い u-GaN 層によりホール注入に問題があると考え

られる。 

 次に、ホール注入のための方策として p層と活性層

間に Al 組成傾斜(0.2～0)の AlGaN 層 100nm を積層

した構造（図 2：Sample2）と、GaN層 50nmと 10

ペアのGaIn0.03N/GaN超格子(SLs)層 50nmを積層し

た構造（図 3：Sample3）の二種類を作製した。これ

らの I-L-V特性を図 4に示す。Sample1は上述したよ

うに通常の LED よりも一桁低い光出力（100mA 時）

であった。対して Sample2は 0.7倍の光出力であり、

さらにSample3は 1.2倍の光出力が得られた。本研究

により、Al組成傾斜AlGaN層やGaInN SLs構造な

どの構造をスペーサ層として用いることで、Mg の影

響を抑制しつつ、ホール注入が改善されたトンネル接

合上の高効率LED作製が可能になった。 
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図 1 Sample1の構造 
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図 2 Sample2構造 

図 3 Sample3構造 

図 4 I-V,I-L特性 
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